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But

o Déterminer la capacité du semi-conducteur C en
fonction de la tension électrique appliquee V

o Mesure de la caracteristigue capacite-tension C-V.

o Extraire les parametres caracteristiques des jonction
P+N:

0 Dopage;
o Hauteur de la barriere.
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Principe

En fait varier la tension appliquée inverse par une source-
metre et on mesure la capacité du semi-conducteur par un
capacimetre pour chaque tension.
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Banc de mesure C-V
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Exemple de mesure
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